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FET

FET( Field effect transistor、FET）は日本語で電界効果型トランジスタと呼ばれ、ゲート電極に電

圧をかけ、チャネルの電界により電子または正孔の流れに関門（ゲート）を設ける原理で、ソース・ド

レイン端子間の電流を制御するトランジスタです。一種類のキャリアしか用いないことから、ユニポー

ラトランジスタとも呼ぶ。構造により、接合型(ジャンクション型)とＭＯＳ型に別れ、さらに、トランジ

スタのＰＮＰとＮＰＮに相当するＰチャンネルとＮチャンネルに分かれます。

[接合型 FET]
ゲート(G)とソース(S)間の pn 接合に逆方向電圧をかけると、n

型領域内に空乏層が広がります。空乏層にはキャリアが存在しな

いため、n 型領域で電流の流れる通路(チャネル)の幅が狭くなり、

ドレイン(D)よりソース(S)に流れる電流が減少します。このよう

にして、VGS の値により ID を制御できます。この時、ゲート(G)
にはほとんど電流が流れません。

[MOS 型 FET]
MOS とは Metal-Oxide-Semiconductor(金属-酸化膜-半導体)の

略で名前の通り原理的には 3 層構造をしています。MOS FET に

はエンハンスト形とディプレション形の 2 種類があります。

ゲート(G2)に電圧をかける前はドレイン(D)、ソース(S)間は

n-p-n になっているため電流は流れません。ゲートに正の電圧を

印加すると、絶縁膜(酸化膜)を通して、ゲートの下側に負電荷が

集まり薄い n 形層が形成され、ドレイン、ソース間が n-n-n にな

り電流が流れます。ゲートの下に形成された n 形層をチャネルと

いいます。チャネルの厚さはゲートに印加される電圧 VGSによっ

て変化し、IDが制御されます。

エンハンスト形は、VGS=0 ではドレインに電流は流れませんが、ディプレション形では VGS=0 の状

態でドレインに電流が流れるように、あらかじめドレイン、ソース間にチャネルを形成しておきます。

[用途]
FET はその特徴から、スイッチング素子や増幅素子として利用されます。ゲート電流が低いことに

加え、構造が平面的であるため、バイポーラトランジスタと比較して作製や集積化が容易です。その

ため、現在の電子機器で使用される集積回路では必要不可欠な素子となっています。デジタル回路で

は、論理回路の素子として使用され、アナログ回路では、WLAN 等に代表されるトランシーバにおい

て、送受信に使用される各種回路(LNA、フィルタ、ミキサ等)においても使用され、アナログスイッチ

/電子ボリュームなどにも応用されます。
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